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第 2 章では，デバイスシミュレーションの基本方程式である Boltzmann 輸送方程式と Poisson 方程式について述
べている O まず，キャリア輸送の半古典的モデルから Boltzmann 輸送方程式を導出し，その適用限界について述べ







第 4 章では，モーメント法の基本方程式である Poisson 方程式とモーメント保存式とを有限差分法を用いて数値的
に解く方法について述べている。まず， コントロールボリューム法を用いた有限差分法と，その利点について述べて
いる O つぎに，この方法を用いて離散化した Poisson 方程式とモーメント保存式を示している。
第 5 章では， ドリフトー拡散モデルを用いたデバイスシミュレーションにおいてインパクトイオン化を高精度に予










































(7)(5)で得られたインパクトイオン化のモデ、ル式と t (6)で得られた手法とを用いてt n+nn+ 構造と MOSFET における
インパクトイオン化を計算した結果，モンテカルロ法で得られた値に近い解が得られることを示している o
以上のように，本論文は，デバイスシミュレーションにおけるインパクトイオン化の計算について多くの知見をも
たらし，デバイスシミュレーションを用いた LSI 開発に重要な情報を提供するもので，電子工学に貢献するところが
大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める o
円。
